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RESUMEN

Como es bien sabido, el encapsulado
de un dispositivo microelectréonico no solo
provee conexiodn eléctrica con el mundo exte-
rior, si no ademas se lo utiliza como soporte y
proteccion mecanica, y en la distribucion y di-
sipacion de potencia.

El encapsulado de un MEMS (Micro
Electro Mechanical System) es aun mucho
mas complejo. Por un lado debe proteger de
influencias no deseadas del medio ambiente,
y por otro, asegurar un contacto controlado
con el exterior.

Muchas veces, un encapsulado tradi-
cional redunda en perder todos los esfuerzos
logrados en la miniaturizacion. Existen mu-
chas técnicas y materiales que optimizan esta
reduccion en area y/o volumen del encapsula-
do, sin deterioro de propiedades como la con-
fiabilidad, pero no siempre se ha logrado una
integracion de ellas ™.

Presentamos aqui el disefio del encap-
sulado de un MEMS, utilizando los principios
de estructura de la tecnologia MCM (Multichip
Module), con materiales ceramicos de baja
temperatura, poliméricos, vidrio y de pelicula
gruesa.

La finalidad de este disefio es estudiar
compatibilidades de las diferentes técnicas y
materiales de encapsulado.

Diseiio del encapsulado

El die a encapsular es una matriz de
microrelays, disefiada por CITEI (Argentina)
en conjunto con IMEC (Bélgica), con tecnolo-
gia SOl y utilizando un sistema de fabricacion
del tipo MPW (Multi Project Wafer).

Informatica (CITEL)

La dimension total del die es de 4600 x
4900 umz, mientras que el area activa de los
microrelay es de 2800 x 2950 um®.

Se concibio el encapsulado en dos ni-
veles: el cero como primera proteccion del
area activa y el nivel uno de union del die al
sustrato (ver Fig. 1).

El encapsulado de nivel cero consiste
en realizar una cavidad, formada por un anillo
de BCB (Benzocyclobutene) y una cubierta
protectora de Pyrex®. El BCB, aplicado al vi-
drio por spin coating y fotolitografia, actua
como pared lateral de la cavidad y a su vez de
separador, con un espesor estimado de unos
10um . En esta etapa los dies ya pueden ser
caracterizados eléctrica, mecanica y funcio-
nalmente sin riesgo de danar la estructura de
los microrelay.

En el siguiente nivel de encapsulado,
los pads con una configuracion perimetral,
poseen un pitch de 240 um. Para la interco-
nexioén eléctrica se utiliza la tecnologia de FC
(Flip Chip), con la técnica de SBB (Stud Bump
Bonding) [3]. Este proceso se realiza con una
ball wirebonder tradicional, con alambre de Au
de 25um de diametro como material del
bump. La unién se completa con adhesivo
conductor y temperaturas de curado por deba-
jo de los 150°C.

Como sustrato se propuso una estruc-
tura multicapa de LTCC (Low Temperature
Cofired Ceramic - Green Tape®), cuyas inter-
conexiones se realizan con tecnologia con-
vencional de pelicula gruesa 6 screen printing.

El encapsulado finaliza con un dispen-
sado lateral de material polimérico (underfill)
de baja capilaridad, para evitar escurrimien-
tos.
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Fig. 1: Disefio del encapsulado de la matriz de microrelays

CONCLUSIONES

Con el disefio del encapsulado de
MEMS propuesto se logra compatibilizar, en
solo dos etapas, micro y macro-sistemas.
Ademas, los procesos involucrados son libres
de plomo, con los beneficios que ello implica.
Las técnicas empleadas son aptas tanto para
realizar prototipos como también en escala de
mediana produccion.
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